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【はじめに】4H-SiC エピ層中の単一ショックレー型積層欠陥拡大の機構解明のためには積層欠陥

やその端部に存在する部分転位の構造を理解する必要がある。今回、PLイメージング装置を用い

て、基底面転位を構成する部分転位の形状を観察し、部分転位にフォーカスしたスペクトル測定

を行い、特に報告例のわずかしかない C コア部分転位の PL発光[1,2]に関する知見を深めた。 

【実験方法】UV 励起光源には、Hg-Xe ランプの波長 313 nm 発光をフィルタリングして用いた。

イメージング測定では試料の(0001)Si 面エピウエハとディテクタの間にバンドパスフィルタ

（BPF）を挿入して、波長域 600 nmと 800 nmで像を取得した。スペクトル測定では、対物レン

ズとして色収差の無い反射型を用いた。また、短波長カットフィルタ< 390 nmを用いてバンド端

付近の発光の影響を除いた。更に、長波長域でのディテクタ感度低下等は標準光源で補正した。 

【結果】PLイメージング像を Fig. 1に示す。波長域 850 nmでは基底面転位が 2本の部分転位対

として観察されたが、波長域 600 nmでは明るい方の部分転位が 1本のみ観察された。別途行った

光照射による積層欠陥拡張実験から、明るい方の部分転位が進展する部分転位[3]であると分かっ

た。このことから、明るい方の部分転位が Si コア部分転位、波長域 850 nm で観察された暗い方

の曲線形状あるいは直線形状の部分転位が C コア部分転位であると考えた。次に、Siコア、Cコ

ア部分転位のスペクトルから、欠陥の無い 4H-SiCのスペクトルをバックグラウンドとして差し引

いた。その結果、いずれの部分転位のスペクトルもシングルピークとなった。Fig. 2に示すように

Siコア部分転位は励起光強度にほぼ依存せず、ピーク波長 680-690 nm程度であった。励起強度に

対する Cコア部分転位のピーク波長は、曲線形状のものは変化が小さく、ピーク波長は 920-950 nm

程度であったが、直線状のものは変化が大きく、また依存性に個体差があった。 
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Fig. 1 PL imaging for BPDs with a curved  

PD (left) and straight PDs (right)  
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Fig. 2 PL peak wavelength dependence on excitation power 

for partial dislocations  
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